
基于 FLASHFLEX51 的 MCU 

               ----SST89E/V564/554RD/RC 
特性： 
8 位集成 SUPERFLASH 存储器的 51 兼容 MCU 
－软件兼容 
－开发工具兼容 
－管脚兼容 
SST89E564RD/SST89E554RC 工作范围： 
－5V 下 0 到 40MHZ 
SST89V564RD/SST89V554RC 工作范围： 
－3V 下 0 到 33MHZ 
1K 字节片内 RAM 
片内两块 SUPERFLASH EEPROM 
－SST89E564RD/SST89V564RD： 
  64K 字节主块（primary block）＋8K 字节次块（secondary block）（每个块都以 128 字节

为一扇区） 
－SST89E554RC/SST89V554RC: 
  32K 字节主块（primary block）＋8K 字节次块（secondary block）（每个块都以 128 字节

为一扇区） 
－独立的块密码（Individual Block Security Lock with Softlock） 
－支持在系统可编程（IAP－In-Application Programming） 
－IAP 期间并发操作（CONCURRENT OPERATION） 
－IAP 期间程序空间溢出中断支持 
程序和数据外部存储器空间地址支持范围为 64K 字节 
三个 16 位定时计数器 
全双工增强型 UART 
 －帧错误检测 
 －自动地址识别 
八个中断源，四个优先级 
可编程看门狗定时器(WDT) 
可编程计数阵列（PCA－Counter Array） 
四个八位 I/O 口（32 个 I/O 脚） 
第二 DPTR 寄存器（Second DPTR register） 
低 EMI 模式（抑制 ALE）（Inhibit ALE） 
SPI 串行接口 
标准的 12 时钟每系统周期，该期间可通过配置设置成 6 时钟每系统周期 
TTL 和 CMOS 兼容逻辑电平 
BROWN-OUT 低压检测 
低电压模式 
 －可外部中断唤醒的掉电模式 
 －休眠模式 
PDIP-40，PLCC-44 和 TQFP-44 封装 



温度范围： 
 －商用（0－70 摄氏度） 
 －工业（－40－＋85 摄氏度） 
 
产品描述： 

SST89E564RD,SST89V564RD,SST89E554RC,和 SST899V554RC 属于 FLASHFLEX51
家族，以艺术级别的 SUPERFLASH CMOS 半导体处理技术设计和制造的 8 位 MCU。器件

使用与 8051 完全相同的指令集，并与标准的 8051 器件管脚对管脚兼容。 
器件内部可集成 72/40K 字节的 FLASH EEPROM 程序存储器，这是基于 SST 的专利技

术和专有的 CMOS SUPERFLASH EEPROM 技术 with the SST’S field－enhanceing，tunneling 
injector，split－gate memory cells. SuperFlash 存储器被分成两部分相对独立的程序存储块。

主块 0 占用 64/32K 字节的内部程序存储空间，次块 1 占用 8K 字节的内部程序存储空间。

该 8K 字节的次块可以被映射到 64/32K 字节存储器空间的最低地址空间，同时该空间也可

以通过程序计数器（Program counter）被隐藏，同时可以作为独立的类 EEPROM
（EEPROM-LIKE）数据存储器。该存储块可以通过标准的 87C5X 的 OTP EPROM 编程器

通过加装专为 SST 器件准备的特殊的适配器和 FIRMWARE 来编程。在上电复位器件，该器

件可以被配置为下位机，作为外部主机的原始代码存储器，或者作为上位机连接到外部主机

进行 IAP 操作（在应用可编程）。该器件被设计成为可以在系统和在应用可编程，这样可以

在印刷电路板上达到最大的机动性。该器件可以用一个启动例程被预编程，示范用户编程代

码下载或通过 IAP 功能更新用户代码。有一个下载启动代码的例程可供用户参考，仅供方

便起见。SST 不保证该下载启动例程的功能和使用。器件擦除操作会擦除该预编程过的示例

代码。 
作为 72/62K 字节的 SuperFlash EEPROM 的片内程序存储器的补充，该器件可以寻址到

64K 字节的外部程序存储器空间。作为 1024×8 位的片内 RAM 空间的补充，该器件可以寻

址 64K 字节的外部 RAM 空间。 
SST 的高可靠性，拥有专利的 SuperFlash 技术和存储器单元架构（memory cell 

architecture）有一系列的设计和生产 flash EEPROMs 的重要的优势。这些优势转换成为重大

的价值和使用户可靠地受益。 
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1.0 功能框图 

 
2.0 管脚分配 



 

 



 
 

2.1 管脚描述 
表 2-1：引脚描述 
符号 
 

类型 
 

名称及功能 
 

P0[7:0] 
 
 

I/O 
 
 

Port0：P0 口为 8 位开路双向 I/O 口。作为输出口每个脚可以灌入几

个 LS,TTL 输入。当写 1 到端口 0 时，端口 0 为悬浮状态，，这时可

以当成高阻输入。同时 P0 口还可以作为第二功能脚，作为外部代码

空间或数据空间的低 8 位寻址。在作为此应用时，P0 口在发送 1 时

采用内部强上拉。P0 口在外主模式下编程时接收数据，在外主模式

下校验时发送数据。在编程，校验或者作为通用 I/O 口时 P0 口需要

外部上拉。 
P1[0] 

 
I/O 
 

T2：定时器/计数器 2 的外部输入，或为来自于定时器/计数器 2 的时

钟输出 
P1[1] I T2EX：定时器/计数器 2 的捕捉/重载触发和方向控制 

P1[2] 
 

I 
 

ECI：外部时钟输入 
该信号为 PCA 的外部时钟输入 

P1[3] I/O CEX0：捕捉/PCA 模块 0 的外部 I/O 比较 
每个捕捉/比较模块连接至 P1 口作为外部 I/O。当不使用 PCA 时该脚

可以作为标准 I/O 使用。 
P1[4] I/O SS#：SPI 的从端口输入选择（Slave port select input for SPI） 

或为 CEX1：PCA 模块 1 的捕捉/比较外部 I/O 



P1[5] I/O MOSI：SPI 的主输出口，从输出口 
或 CEX2：PCA 模块 2 的捕捉/比较外部 I/O 

P1[6] I/O MISO：SPI 的主输入口，从输出口 
或 CEX3：PCA 模块 3 的捕捉/比较外部 I/O 

P1[7] I/O SCK：SPI 的主时钟输出口，从时钟输入口 
或 CEX4：PCA 模块 4 的捕捉/比较外部 I/O 

P2[7:0] 带 内 部 上

拉的 I/O 
P2 口：P2 口为一个 8 位的双向 I/O 口，同时带有内部上拉电阻。当

向 P2 口写 1 时，由于内部的上拉 P2 口会被拉高，同时可以作为输

入口。作为输入，由于内部有上拉 P2 口的脚被外部拉低时会提供电

流，（IIL，见表格 13-6 和 13-7）。当读取外部程序存储器空间和外部

数据存储器时时P2口提供16位地址的高8位地址（MOVX@DPTR）。
在该应用下，P2 口在发送数据时内部提供强上拉。P2 口也接收一些

控制信号和外主模式下的编程和校验的高位地址。 
P3[7:0] 带 内 部 上

拉的 I/O 
P3 口：P3 口为带内部上拉的 8 位双向 I/O 口。P3 口能驱动 LS,TTL
器件。当向 P3 口写 1 时，由于内部的上拉 P3 口会被拉高，同时可

以作为输入口。作为输入，由于内部有上拉 P2 口的脚被外部拉低时

会提供电流，（IIL，见表格 13-6 和 13-7）。P2 口也接收一些控制信号

和外主模式下的编程和校验的高位（high oder）地址。 
P3[0] I RXD：通用异步收发器（UART）的接收输入。 

P3[1] O TXD：UART 的发送输出。 
P3[2] I INT0#：外部中断 0 输入 
P3[3] I INT1#：外部中断 1 输入 
P3[4] I T0：定时器/计数器 0 外部计数输入 
P3[5] I T1：定时器/计数器 1 外部计数输入 
P3[6] O WR#：外部数据存储器写命令 
P3[7] O RD#：外部数据存储器读命令 
PSEN# I/O 程序存储使能：PSEN#为外部程序读信号。当器件从内部程序存储器

空间执行时，PSEN#为高电平。当器件从外部程序存储器空间执行时，

PSEN 在一个机器周期内有效两次，除了读取外部数据存储器时两个

PSEN#有效可以跳过。当 RST 脚上持续地保持高电平 10 个机器周期

时，这时在 PSEN 上的一个强制的高到低输入将把器件导入到外主模

式编程。 
RST I 复位：当振荡器在工作的时候，如果一个高电平加在 RST 脚上达到

两个机器周期时，器件将被复位。如果在 RST 脚输入是高的情况下，

PSEN#脚被高到低的输入驱动时，器件将进入外主模式，不然器件进

入普通操作模式。 

EA# I 外部进入使能（External Access Enable）：为了让器件从外部程序存储

器空间读取代码，EA#脚需被连接到 VSS。反之，如果要让器件从内

部程序存储器空间执行则 EA#脚需连接到 VDD。尽管如此，等级为 4
的加密会禁止掉 EA#脚，这样程序就只能从内部从程序存储空间执

行了。EA#脚耐压可以最高到 12V。（见 13 章，“电气规范”） 



ALE/PROG# I/O 地址锁存使能：ALE 是当对外部存储器操作时用于对低位地址的锁

存。ALE 同时也是 FLASH 编程时的编程脉冲输入（PROG#）。通常

ALE 脚输出晶振时钟频率的 1/6 ，也可以用作外部定时和时钟。当

每次进入外部数据存储器时将丢失一个 ALE 脉冲。无论如何，如果

A0 被置位为 1 时，ALE 就被禁止。（见：辅助寄存器（AUXR），第

3.6 节，“特殊功能寄存器”）。 
DNU I/O DNU：不能使用，一定要悬空。在图 2－2 和图 2－3 中，RSTOUTL

和 DISIAPL 在普通模式下被使用。如果在外主模式下，该两脚应保

持悬空。 
RSTOUTL 带 内 部 上

拉输出 
RSTOUTL：在看门狗定时器复位和 BROWN-OUT 复位时低电平有

效。 
DISIAPL I DISIAPL：如果该脚被驱动至 VIL，IAP 功能将被禁止。在复位器件

被采样和锁存。此为硬件禁止 IAP 功能。复位后，该脚上的任何变

化都没有效果。 
XTAL1 I 晶振 1：反向振荡放大器的输入和内部时钟发生器的输入。 
XTAL2 O 晶振 2：反向振荡放大器的输出。 
VDD I 电源输入 
VSS I 地 
 
 
3.0 存储器结构 

该器件对程序存储器和数据存储器进行分开寻址。 
3.1 程序 Flash 存储器 
该器件内部有两块内部 FLASH 存储器。主存储器块（块 0）有 64/32K 字节。次存储器

块（块 1）有 8K 字节。由于总的可寻址空间被限制在 64/32K 字节，SFCF[1:0]位被用

来控制程序存储空间的选择。请参照图 3-1 和图 3-2 查看程序存储器的配置。程序存储

块的选择在下一节描述。 
64K/32K×8 的主 SuperFlash 块被初始化成 512/256 个扇区，每个扇区包含 128 个字节。 
8K×8 的次 SuperFlash 块被初始化成 64 个扇区，每个扇区包含 128 个字节。 
对于每个块，程序寻址位的低七位用来选择扇区内的地址。其余的程序寻址位用来选择

块内的扇区。 
 
 



 

 
 

 
 



3.2 程序存储器块的切换 
器件允许在块 1 和块 0 的低 8K 字节之间进行程序存储块的切换。SFCF[1:0]控制程序存储块

的切换。 
表 3－1：SST89E/V564RD 的程序存储块切换的 SFCF 值 

 
表 3－2 ：SST89E/V554RC 的程序存储器块切换值 SFCF 

 
 
3.2.1 程序存储块切换的复位配置 

程序存储块切换在复位后依据Start-up Configuration位(SC0和/或SC1)的值进行初始化。

SC0 和 SC1 位可以通过外主模式命令或 IAP 模式命令来编程。见表格 4-2 和表格 4-7。 
复位之后（once out of reset ），SFCF[0]位可以通过编程动态地改变。改变 SFCF[0]不会

改变 SC0 位。 
动态改变 SFCF[0]位时应十分小心。因为这样会导致逻辑程序地址空间会指向不同的物

理地址。用户应避免在地址空间范围 0000H-1FFFH 内执行块切换指令。 
表格 3－3：在不同的复位条件下 SFCF 的值（SST89E/V554RC） 

 
表格 3－4 ：在不同的复位条件下 SFCF 的值（SST89E/V564RD） 



 
3.3 数据 RAM 存储器 
内部数据 RAM 有 1024 字节。外部 RAM 空间可以寻址到 64K 字节。 
3.4 数据 RAM 地址扩展 
SST89E/V554RC 和 SST89E/V564RD 都有能力带 1KRAM。见图 3－3 
该器件的内部数据存储器有四段。 
1. 低 128 字节（00H－7FH）可以直接和间接寻址。 
2. 高 128 字节（80H－FFH）可以间接寻址。 
3. 特殊功能寄存器（80H－FFH）只能直接寻址。 
4. 扩展 RAM 的 768 字节（00H－2FFH）可以通过外部 MOVX 指令间接寻址，同时清除

EXTRAM 位。（见“辅助寄存器”（AUXR），3.6 节，“特殊功能寄存器”） 
由于高 128 字节空间内地址重叠，所以读取高位 RAM 时必须间接寻址。RAM 空间和

SFR 尽管有相同的地址，但是在物理上时分开的。 
当指令进入到高 128 字节时（7FH 之上），由 MCU 通过给定的指令决定进入 SFR 呢还

是进入 RAM。如果时间接寻址则进入 RAM，如果时直接寻址则进入 SFR。示例如下： 
直接寻址： 
MOV @R0,#data ；R0 内容为 90H。 

“＃data”内数据为写入端口 1。该指令为直接寻址 SFR。 
为了进入扩展 RAM，EXTRAM 位应被清掉，同时应使用 MOVX 指令。在片内由额外

的 768 字节的物理存储空间，当寻址外部空间存储器时，逻辑上的低 768 字节即为该片内

768 字节。（地址为 000H 到 2FFH）。 
当 EXTRAM=0 时，外部 RAM 空间通过 MOVX 指令配合所选块的 R0,R1 或 DPTR 进

行间接寻址。进入扩展 RAM 不影响 P0，P3.6，P3.7，或 P2。在 EXTRAM=0 下，扩展 RAM
的进入可以采用如下例子所示的方法： 

进入扩展 RAM（限于间接寻址）： 
MOVX @DPTR，A ；DPTR 内容为 0A0H 
DPTR 指向 0A0H，A 的内容写入到扩展 RAM 空间的 0A0H。用 MOVX 指令能进入外

部存储器的高于 2FFH 的空间。（0300H 到 FFFFH）采用和标准 8051 一样的用 P0 和 P2 口

做数据/地址总线，P3.6 和 P3.7 作为读写定时信号。 
当 EXTRAM＝1，MOVX  @Ri 和 MOVX  @DPTR 与标准 8051 类似。MOVX  @Ri

在 P0 口提供一个 8 位地址，同时多用为数据。其他的输出脚可以用来输出高位地址。这提

供外部页操作能力。用MOVX  @DPTR产生一个 16位地址。这允许外部寻址空间达到 64K。

P2口提供高8位地址（DPH），P0口提供低8位地址（DPL）。MOVX  @Ri和MOVX  @DPTR
指令产生必要的读写信号（P3.6-WR#,P3.7-RD#）表格 3－5 列举了不同 EXTRAM 下外部数

据存储器的读写操作。 
堆栈指针（SP）可以定位于内部 256 字节 RAM 的任何地方（地 128 字节和高 128 字节）。



堆栈指针不能定位于扩展 RAM 内的任何地方。 
表格 3－5  External Data Memory RD＃，WR＃ With EXTRAM Bit 

 

 
 



 
 

 

3.5 双数据指针 



器件有两个 16 位数据指针。AUXR1 内的 DPTR 选择（DPS）决定使用哪个数据指针。

当 DPS＝0，DPTR0 被选择；当 DPS＝1，DPTR1 被选择。可以通过一个单独的对 AUXR1
执行 INC 指令以实现在两个数据指针之间进行快速切换。（见图 3－4） 

 
3.6  特殊功能寄存器 
    绝大多数的 FLASHFLEX51 MCU 家族的独特特性由 SFR 的几个位所控制，具体请参见

表格 3－6。每个 SFR 的独立描述和复位值详见表格 3－7 到 3－11。 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
4.0 FLASH 存储器编程 

器件的内部 flash 存储器可以通过如下两种方法进行编程或擦除： 
1．外主编程模式 
2．IAP 模式 

4.1 外主编程模式 
外主编程模式允许用户对 FLASH 存储器直接编程而不通过 CPU。外主模式的进入通过

在 RST 输入持续地为高时强制的在 PSEN#上加一个逻辑高到逻辑低的动作。在 RST＝1 和

PSEN#=0 时器件保持外主模式。 
在外主模式下器件需要一个读 ID 的操作来“ARM”器件，在执行该操作前其他任何外

主模式命令都将无效。在外主模式下，内部 FLASH 存储器块通过重分配的 I/O 脚（详见图

4－1）由外部主机，如 MCU 编程器，PCB 测试器或 PC 控制的开发板来读取。 

 

 

 
 



 
 
 
4.1.1 产品识别 

读 ID 命令存取标有器件识别和生产厂家 SST 信息的标志字节。外部的编程器读取该标

志字节主要用于编程算法。读 ID 命令由 P3[7:6]和 P2[7:6]上的命令代码 0H 所选择。见图 13
－14 的时序波形。 

 
4.1.2 武装命令（Arming Command） 

武装命令序列必须在外主模式命令被器件认可之前进行。这样可以阻止由于噪音或编

程错误引发的外主模式命令的意外触发。武装命令如下： 
1． RST 为高时 PSEN#拉低。这样器件进入外主模式，重配置管脚，把片内振荡器开

启。 
2． 读命令执行后，1ms 之后，外主模式命令就可以执行了。 
在如上时序之后，其他的外主模式命令都可以使能了。在读 ID 命令接收到之前，接收



到的其他外主模式命令都将被忽略。 
4.1.3 外主模式命令 

外主模式下的命令有：读 ID，芯片擦除，块擦除，扇区擦除，字节编程，字节校验，

Prog-SB1，Prog-SB2，Prog-SB3，Prog-SC0，Prog-SC1，块 0 选择，块 1 选择。信号逻辑分

配见表格 4－1 和 4－2。图 4－1 为 I/O 脚分配，表格 13－11 为时间参数。各擦除和编程命

令的时序由一个片内 FLASH 存储器控制器发生。由内部同步的 PROG#信号的从高到低的

转换初始化擦除或编程命令。读命令为异步读，取决于 PROG#的信号电平。 
如下为一个详细描述的外主模式命令： 
块 0 选择命令使能块 0 在外主模式下被编程。一旦该命令被执行，所有的并发的外主

模式命令将都在块 0 上。定时脉冲波形见图 13－15。该命令只应用于 SST89E564RD 和

SST89V564RD。 
块 1 选择命令使能块 1（8K 字节的块）在外主模式下被编程。一旦该命令被执行，所

有的并发的地址范围低于 2000H 的外主模式命令都将作用在块 1 上。块 1 选择命令只影响

程序地址空间的低 8K 字节。大于等于 2000H 的地址，就默认在块 0 上存取。一旦进入外主

模式，默认就选中块 1。定时脉冲波形见图 13－15。该命令只应用于 SST89E564RD 和

SST89V564RD。 
芯片擦除命令擦除所有的存储器块的，并不在意当前选中哪个块。芯片擦除忽略保密

状态，并将擦除保密位，使芯片重新恢复到未加密状态。芯片擦除命令同时擦除 SC0 位。

芯片擦除命令完成后，块 1 就被选中。定时脉冲波形见图 13－16。 
块擦除命令擦除所选块内的所有数据。如果加密位使能该命令将不被执行。要擦除的

块的选择由先前执行的块 0 选择和块 1 选择命令所决定。定时脉冲波形见图 13－17 和图 13
－18。 

扇区擦除命令擦除所选宗扇区内的所有数据。FLASH 存储器的扇区大小为 128 字节。

如果加密位使能该命令不被执行。定时脉冲波形见图 13－19。 
字节编程命令用于把新数据编程到存储器阵列。如果有任何等级的加密字节编程将被

取消。定时脉冲波形见图 13－20。 
字节校验命令允许用户校验器件进行的擦除或编程操作是否正确。如果有任何等级的

加密该命令将无效。定时脉冲波形见图 13－23。 
Prog－SB1，Prog－SB2，Prog－SB3 命令用于编程加密位，这些命令的功能在加密所

章节内有详细描述。也可见表格 9－1。一旦使用这些命令进行加密后只能采用片擦除命令

才能擦除加密位。定时脉冲波形见图 13－21。 
Prog－SC0 命令编程 SC0 位，由 SFCF[0]决定。（determines the state of SFCF[0] out of 

reset）。一旦编程，通过芯片擦除命令 SC0 将只能保持擦除状态。定时脉冲波形见图 13－22。 
Prog－SC1 命令编程 SC1 位，由 SFCF[1]决定。（determines the state of SFCF[1] out of 

reset）。一旦编程，通过芯片擦除命令 SC1 将只能保持擦除状态。定时脉冲波形见图 13－23。
Prog－SC1 仅对 SST89E/V554RC 有效。 
4.1.4 外主模式时钟源 

在外主模式下，内部振荡器将为器件提供时钟。当芯片进入外主模式，片内的振荡器

将被启动，即当 RST 为高时 PSEN＃上由高到低时。在外主模式下 CPU 核保持复位状态。

一旦退出外主模式，片内振荡器关闭。 
4.1.5 通过外主握手对 FLASH 操作进行监测 

芯片提供两种方法用于让外部主机检测FLASH存储器操作是否完成以便优化编程或擦

除时间。FLASH 存储器操作周期完成可以通过如下方法检测到： 
1． 监视 P3[3]脚上的 Ready/Busy＃位 



2． 监视 P0[3]上的 Data# 轮检位。 
4.1.5.1  Ready/Busy＃（P3[3]） 

FLASH 存储器的编程可以通过 Ready/Busy＃输出信号进行检测。FLASH 程序存储器操

作期间，在 ALE/PROG＃拉低后的一段时间，如果 P3[3]走低就指示 FLASH 控制单元（FCU）

忙（BUSY）。当 FLASH 编程操作完成，P3[3]就被拉高，用于指示就绪状态。（READY） 
4.1.5.2  Data＃Polling（P0[3]） 

在编程操作期间，当器件忙时，任何读操作都将收到所 Loaded 的最后字节和。（During 
a Program operation,any attempts to read,while the device is busy ,will receive the complement of 
the data of the last byte loaded on P0[3] with the rest of the bits “0”）（逻辑低，举例，擦除操作

为“0”），其余位为零。在编程操作期间，字节校验命令读取最后下载的字节，而不是指定

地址内的数据。 
4.1.6  执行外主模式命令的说明 

为了将数据编程存储器阵列，需把电源脚接至 VDD 和 RST，然后执行如下操作： 
1． 保持 RST 高，置 PSEN#脚从逻辑高到低，依据适当的时序进行编程。 
2． EA#脚置高（VIH） 
3． 执行读 ID 命令命令使能外主模式 
4． 校验要编程的存储器块或扇区在擦除状态，FFH。如果未进行擦除，就用适当的擦

除命令进行擦除。 
5． 用地址排（P3[5:4],P2[5:0],P1[7:0]）进行存储器地址定位。 
6． 在 P0[7:0]上传送数据。 
7． ALE/PROG#脉冲，注意最小脉冲宽度。 
8． 等待 Ready/Busy＃（P3[3]）脚上的从低到高的变换。 
9． 重复 5-8 的步骤知道编程结束。 
10．校验 FLASH 存储器的内容 

4.1.7  外主模式下附加的读命令 
执行附加的读命令的程序见表格 4-4，格式和读 ID 命令一样，只是改变了地址。如下

为简短的特性举例： 
1， 读加密字节（SB1,SB2,SB3…）状态 
2， 读 SC0 和 SC1 的配置位 
3， 使能×2 模式（即六时钟周期模式） 
注：表格 4-4 内的命令为非“ARMING”类型。 

 

 

 
 
4.2 IAP 编程模式 

器件提供 72 或者 40K 字节的在应用可编程 flash 存储器。在在应用可编程过程中，控

制器的 CPU 进入 IAP 模式。该两块 flash 存储器允许 CPU 在一个块里面执行用户代码，同

时在另一个块里面进行代码擦除或者重新编程。当片内的两个 FLASH 块都在进行编程时

CPU 也可以从外部存储器获取程序代码来执行。定位在 SFR 中的邮箱寄存器控制和监视器



件的擦除和编程过程。 
表格 4－7 略述了各命令和相关的邮箱寄存器的设置。 
4.2.1 在应用可编程模式下的时钟源 
在 IAP 模式下，CPU 核和 flash 控制单元由外部时钟驱动。然而，一个内部的振荡器可以提

供编程和擦除操作的定时基准。该内部振荡器只在需要时才被开启，同时在 Flash 操作结束

后马上被关闭。 
4.2.2 在应用可编程模式下的存储器空间选择 
由于寻址空间被限制为 16 位，所以在任一时刻只有 64K 字节的程序存储空间能被寻址到。

如表 4-5 所示，存储空间选择，（由 EA#和 SFCF[1:0]配置），允许存储块 1 覆盖存储块 0 的

最低的 8K 字节空间，使得块 1 可以被用到。出于这一概念块 0 和块 1 之间可以通过 IAP 操

作相互读取。不可见的块的代码不能编程另外的地址，但是不可见的块可以通过邮箱寄存器

被另外的块编程。 
器件允许通过 IAP 把代码从一个块存储器编程另一个块存储器，但是不能编程同一个块内

的任何地址。如果 IAP 操作在块 1 内进行，这就暗示着当前目标地址为块 0。如果 IAP 操作

来自于外部程序空间，那目标地址就依赖于块地址的选择位。 
4.2.3 IAP 使能位 
IAP 的使能位，SFCF[6]，使能在应用可编程模式。除非该位被置位，不然所有的 IAP 命令

都会被忽略。 

 
 
 
4.2.4 在应用可编程模式下的命令 
如下各命令只能在 IAP 模式下才能使用。在各种情形下，在 SFCM 寄存器中写入控制字节

后都会启动各种 IAP 操作。如果所选存储块的保密锁被使能了那所有的命令将都不能使用。 
编程命令用于写入新的数据到存储器阵列。要被编程的存储器阵列应处于擦除状态，FFH。

如果器件未被擦除应先执行恰当的擦除命令。警告：不要企图去写入（编程或擦除）读取代

码的块。这样会导致不可预见的程序行为并可能破坏程序数据。 
 
4.2.4.1 芯片擦除 
芯片擦除命令可以擦除所有程序存储块的内容。该命令只有当 EA#=0（外部程序空间执行）

时才有效。另外当器件为 4 级加密时该命令不允许。在另外的情况下该命令忽略加密状态并

会擦除加密位和重定位位。 
 
4.2.4.2 块擦除 
块擦除的命令擦除两个块中其中一块的全部数据（块 0 和块 1）。要擦除的块的由

SUPERFLASH 的地址寄存器（FAH[7]）决定。对 SST89X564RD，请参见表 4－5。对



SST89X554RC，如果 SFAH[7]＝0b，主 FLASH 存储器块 0 被选中。如果 SFAH[7:4]＝EH，

则次存储块 1 被选中。SST89X554RC 的块擦除命令顺序如下： 

 
4.2.4.3 扇区擦除 
扇区擦除命令可以擦除一个扇区的所有内容。FLASH 存储块的扇区大小为 128 字节。要擦

除的扇区由 SFAH 和 SFAL 来选中。 

 
4.2.4.4 字节编程 



字节编程命令为把数据逐字节写入。写入地址由 SFAH 和 SFAL 决定。要写入的内容在 SFDT
内。 

 
4.2.4.5 字节校验 
字节检验命令可以让用户来检验擦除或写入命令的正确性。如果命令正确，字节检验命令把

数据返回到 SFDT 内。在进行字节校验之前用户应确保当前的 FLASH 操作已经完成。由于

字节校验的速度非常快，所以用户不用等待命令结束，同时没有中断会发生。 

 
4.2.4.6 Prog-SB3,Prog-SB2,Prog-SB1 



Prog-SB3,Prog-SB2,Prog-SB1 命令是用来对保密位进行编程的（见表格 9-1）。当加密命令完

成后，保密等级就能立即显现。 
保密位处于未编程状态的下就可以执行加密。Prog-SB3,Prog-SB2,Prog-SB1 命令只在块 1 和

外面程序存储空间才有效。 

 
4.2.4.7 Prog-SC0，Prog-SC1 
Prog-SC0 命令用于对 SC0 位进行编程。该命令只是改变 SC0 位的内容，在重启之前对 BSEL
位不起作用。 
SC0 当前如果处于未编程状态就可以用该命令进行编程。Prog-SC0 命令只在块 1 或外部程

序存储空间才有效。 
Prog-SC1命令用于对SC1位进行编程。该命令只是改变SC1位的内容，在重启之前对SFCF[1]
位不起作用。 
SC1 当前如果处于未编程状态就可以用该命令进行编程。Prog-SC1 命令只在块 1 或外部程

序存储空间才有效。 



 
4.2.4.8 时钟加倍使能 
时钟加倍使能命令用于让 MCU 工作在 1 机器周期为 6 时钟周期下。标准（默认）模式为 12
时钟周期为 1 机器周期（即加倍命令禁能）。 

 
外部主机模式下没有对应的选块 0 和块 1 的 IAP 模式。 
4.2.5 轮检 

用轮寻的方法来检测 FLASH 操作是否完成，通过设置 FLASH_BUSY 位（SFST[2]）来

体现。当 FLASH_BUSY 位为逻辑 0 时，器件可以进行下一次的 FLASH 操作。 
MOVC 指令也可以用来校验 FLASH 存储器的编程和擦除操作。但是如果 FLASH 块还

忙的时候使用 MOVC 指令时就会失败。 
4.2.6 中断终止 



如果中断终止被选中的话，（位 SFCM[7]被置位），会有一个中断（INT1）产生，用来指示

FLASH 操作完成。在这种条件下，INT1 变成了内部中断源。这时 INT1#脚可以当成普通用

途的脚，同时在 IAP 时外部中断 1 的中断不内理睬。 
为了采用一个中断，作为 FLASH 操作完成的信号。IE 寄存器的 EX1 和 EA 位应被置位。

TCON 寄存器的 IT1 位应置位，用于边缘触发检测。 
 
表格 4－6  SST89E/V564RD 的 IAP 命令 

 

 

 
 
 
表格 4－7  SST89E/V554RC 的 IAP 命令 

 



 

 
5.0 定时器/计数器 

5.1 定时器 T0,T1,T2 
该器件有三个 16 位的寄存器，可以用来进行定时或者计数。三个定时/计数器分别为定时器

0（T0），定时器 1（T1），定时器 2（T2）。每个定时器都由两个 SFR 内的 8 位的寄存器控

制。该寄存器对分别为高位和低位。即 TL0,TH0,TL1,TH1,TL2,TH2。 
5.2 定时器结构 
在表格 3－10 内为与 T0,T1,T2 有关的 TMOD,TCON,T2CON 寄存器。以下的表格提供了设

定 T0,T1,T2 定时器时的 TMOD 的值。除了波特率发生器模式外，给定的 T2CON 的值不包

括 TR2 位的设定。同时，TR2 位应另外分开进行设置用于启动时钟。 

 

 



 
 

 
 
5.3 可编程时钟输出 
一个占空比为 50％的可编程时钟可以在 P1.0 输出。在该脚，除了原本的 I/O 脚外还有两个

可选的功能。该脚可被编程为： 
1.为定时器/计数器 2 提供外部时钟源输入。 
2.输出一个占空比为 50％的时钟，在 16MHz 的工作频率下 P1.0 口输出的频率范围为

122Hz 到 8MHz（61Hz 到 4MHz 在 12 时钟模式下）。 
为了把定时器/计数器 2 配置成时钟发生器，C/#T2（在 T2CON 内）位应被清位，T20E 位（在

T2MOD 内）应被置位。TR2 位（T2CON.2）也应被置位用于启动时钟。 



输出时钟的频率取决于振荡器的频率和定时器 2 的捕获寄存器的装入值

（RACP2H,RCAP2L），公式如下所示： 

 

 
RCAP2H 和 RCAP2L 的内容为 16 位无符号整数。 
在时钟输出模式下，定时器溢出并不会产生中断，这与被配置为波特率发生器时一样。也可

以把 T2 配置成波特率发生器的同时作为时钟发生器使用。注意：无论如何，波特率和输出

时钟频率是不可能一样的。 
 
 
6.0 串行口 
6.1 全双工，增强型 UART 
该器件的串行 I/O 口为全双工的口，即允许通过发送和接收寄存器在硬件上分别进行发送和

接收，同时软件还可以处理其他任务。发送和接收寄存器都定位在串行数据缓冲（SBUF）
特殊功能寄存器。对 SBUF 写入数据就装入到了发送寄存器，从 SBUF 寄存器内读出数据就

接收到了接收寄存器的内容。 
    UART 有四种工作模式，可以通过 SCON 寄存器的 SM0 和 SM1 位来选择。在四种模式

下，发送都是都是使用 SBUF 作为目的寄存器。当 SCON 的 RI 标志清位，REN 位置位，接

收模式初始化为模式 0， 
6.1.1  帧错误侦测 

帧错误侦测是一个特色，它可以允许接收控制器检测模式 1，2 或 3 下的有效的停止位。

丢失停止位可能由串行传送时的噪音或两个 CPU 在同时传送数据时发生。 
帧错误检测可以通过改变 PCON 寄存器和 SMOD0＝1（见图 6－1）来进行选中。如果

停止位丢失，帧错误检测位就会被置位。系统软件会在每个接收周期后对 FE 位进行检查，

以发现数据错误。在 FE 位被置位后只能通过软件来清除。有效的停止位不会清除 FE 位。

当 FE 使能，RI 上升到停止位，代替最后的数据位（见图 6－2 和图 6－3）。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
6.1.2  自动地址识别 

自动地址识别用于帮助减少 MCU 与多种外部设备握手的请求时间和系统功耗。每个器

件依靠独立的地址挂靠在同一条总线上。在这种配置下，一个器件只在其接收到自己的地址

后才进行中断，这样就可以省去软件比较地址。 
这个特性也有利于节省电源，因为这样器件可以以空闲模式挂靠在线上，从而全面的

降低系统功耗。由于有可能有多个从机连接在一个主机上，只有一个从机会被总空闲模式被

中断唤醒来与主机通讯。自动地址识别（AAR）允许只有一个从机被中断而其他从机处于

休眠状态。通过限制中断的个数可以减少系统的总电流消耗。 
有两种方式与从机进行通讯：全部从机和部分从机。和部分从机通讯，主机发送给定



地址。和全部从机通讯主机发送名为“广播”的地址。 
AAR 可以配置成模式 2 或 3（9 位模式），并设置 SCON 中的 SM2 位。每个 SM2 位被

置位的从机就一直等待一个地址字节。（第九位为 1）。只有当接收到的字节和给定地址或者

广播地址相符时接收中断标志符才被置位。然后该从机把 SM2 位清掉，以便从主机接收数

据字节（第九位为 0）。当第九位地址为 1 时，主机发送的为地址，当第九位为 0 时主机发

送的为数据。 
如果使用模式 1，停止位取代第九位。位 RI 只有在接收到的命令帧地址和本器件地址

相符并一个有效停止位结尾时才被置位。需要注意的是模式 0 不能使用。在 SCON 寄存器

里面设置 SM2 位将不起作用。 
每个从机的独立的地址由特殊功能寄存器 SADDR 决定。特殊功能寄存器 SADEN 是一

个 mask 字节，定义为“don’t care”，和 SADDR 联合构成给定地址。见如下示例： 

 

 
 
 
 
6.1.2.1  使用给定地址选择从机 

任何从 SADEN 被 0 屏蔽的位都成为给定地址的“don’t care”。任何被 1 屏蔽的成为带

SADDR 的 ANDED。 
 

 



如果用户加入第三个从设备如下示例： 

 

 

 
 
6.1.2.2  使用广播寻址方式选择从机 
    使用广播寻址方式，主机可以和所有的从机进行通讯。通过对SADDR和SADEN执行与

0的逻辑OR操作。（It is formed by performing a logicalOR of SADDR and SADEN with 0s in the 
result treated as “don’t cares”.） 

 
“Don’t cares”允许定义更广的广播寻址地址，但在大多数情况下，广播地址需为FFH。 
在复位时，SADDR和SADEN为“0”。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  串行外部接口 
6.2.1  SPI 特征 

1， 主或从操作 
2， 10MHz 位传输速度（最大） 
3， 低位在前或高位在前传送 
4， 四个可编程等级 
5， 传送完成标志（SPIF） 
6， 写冲突标志保护（WCOL） 
7， 可从休眠模式唤醒（限于从机模式） 

 
6.2.2  SPI 描述 

串行外围接口（SPI）允许在 SST89E/V564RD/SST89E/V554RC 和外围器件或几个

SST89E/V564RD/SST89E/V554RC 之间进行高速数据传输。 
图 6－4 指示的是在主从 SPI 器件之间的通讯。其中 SCK 脚为主模式的时钟输出和从模

式的时钟输入。在向主 SPI 器件的数据寄存器进行写操作后 SPI 的时钟发生器就被启动了。

写入的数据就从主机的 MOSI 脚移出从从机的 MOSI 脚移入。在一个字节的数据传送完成之

后，SPI 时钟发生器就停止 SPIF 标志位被置位。如果 SPI 中断位（SPIE）和串口中断允许

位（ES）都被置位的话就会产生一个 SPI 中断请求。 
外部主机驱动从机选择输入脚，SS#/P1[4]，低电平选择 SPI 模块作为从机。如果 SS#/P1[4]

不被拉低，从 SPI 单元不激活 MOSI/P1[5]只能被用作输入口。 
CPHA 和 CPOL 控制 SPI 时钟的相位和极性。图 6－5 和 6－6 所示为两个位的可能的四



种组合。 
6.2.3  SPI 传送格式 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.0  看门狗定时器 

   器件提供一个可编程的看门狗定时器（WDT），用于在软件死锁时自恢复。 
   为了保证系统避免系统死锁，用户的软件必须在用户自定义的看门狗复位时间内对看门

狗进行刷新。如果软件周期性的刷新失败，且如果看门狗被使能的话（WDRE=1），一个内

部的硬件复位就会产生。可以出于程序处理的考虑来设定具体的 WDT 复位时间。 
    器件的 WDT 使用系统时钟（XTAL1）作为其时钟基准。严格意义上讲，每 344,064 个

晶振时钟后 WDT 寄存器将加一。时间基准寄存器（WDTD）的高 8 位被用来作为 WDT 的

重装载寄存器。 
WDTS 标志位在 WDT 溢出并且未被 WDT 复位所改变的情况下被置位。用户可通过向

WDTS 写入 1 来进行软件清除。 
图 7－1 提供的是 WDT 的框图。两个特殊功能寄存器（WDTC 和 WDTD）控制看门狗

定时器的操作。在休眠模式下，WDT 操作暂停，同时在因中断发生而退出休眠模式时重新

启动。 
WDT 的定时溢出时间计算公式如下 

    Period＝（255－WDTD）*344064*1/FCLK 
其中 WDTD 为 WDTD 寄存器内装载的值，FCLK为振荡器频率。 

 
 
 
 
8.0  可编程计数阵列 

在 SST89E/V554RC 和 SST89E/V564RD 上的可编程计数阵列（PCA）是一个特殊的有

五个 16 位捕捉/比较模块的 16 位定时器。每个模块都可以被编程成如下四种模式进行操作：

上升或下降沿边缘捕捉，软件定时器，高速输出，和脉宽调整器（PWM）。第五个模块除了

如上四种模式外还可以编程成看门狗定时器。每个模块都有一个脚连接至 P1 口。模块 0 连

接至 P1.3（CEX0），模块 1 连接至 P1.4（CEX1），模块 2 连接至 P1.5（CEX2），模块 3 连

接至 P1.6（CEX3），模块 4 连接至 P1.7（CEX4）。PCA 配置如图 8－1 所示。 
8.1  PCA 总观 

PCA 提供比标准定时/计数器更多的定时能力和更少的 CPU 干预。PCA 的好处还有减

少软件复杂度和提高精度。 
PCA 包含一个为五个比较/捕捉模块提供时基的专门的定时器/计数器。图 8－1 所示为

PCA 的框图。外部事件和模块的联系是和 P1 口的脚共享。模块不使用 P1 口的引脚时仍能

作为标准的 I/O 口使用。 
五个模块都能被编程成如下模式： 
1， 上升或下降沿边缘捕捉 



2， 软件定时器 
3， 高速输出 
4， 看门狗定时器（仅限于模块 4） 
5， 脉宽调制（PWM） 

8.2  PCA 定时器/计数器 
    PCA 定时器为一个由 CH 和 CL 寄存器（计数值的高位和低位）组成的 16 位自由运行

（free-running）的定时器。PCA 定时为五个模块的通用时基，并能被编程成在如下频率下

运行：1/6 振荡器频率，1/2 振荡器频率，定时器 0 溢出，或 ECI 脚上的输入（P1.2）。该定

时器/计数器的来源由 CMOD 特殊功能寄存器的 CPS1 和 CPS0 位决定如下表格 8－1（见

“PCA 定时器/计数器模式寄存器（CMOD）”）： 

 

 

 
如下表格 8－2 总结了在两种通用频率下的不同时钟输入： 

 

带或不带溢出中断使能的 CMOD 的四种可能的定时器模式如下所示：该列表假定 PCA
在空闲模式下停止运行。 



 
 
 
 
 
8.3.1  捕捉模式 

捕捉模式用来捕捉 PCA 定时器计数器的值至模块捕捉寄存器（CCAPnH 和 CCAPnL）。
捕捉可以发生在一个正边缘，也可以发生在一个负边缘，也可正负边缘都有。为了使一个模

块进入捕捉模式，则该块的 CCAPM 位或者 CAPN 和 CAPP 位需被置位。当 CEX 脚上一个

有效的转变发生时，PCA 硬件装载 16 位 PCA 计数寄存器值到模块的捕捉寄存器（CCAPnL
和 CCAPnH）。如果 CCON 内的 CCFn 位和 CCAPMn 内的 ECCFn 位被置位，中断就会发生。

在中断处理子程序里面，该 16 位捕捉值必须在下一个捕捉事件发生前保存在 RAM 里面。

如果后续的捕捉发生，先前的捕捉值就会丢失。在标志位被硬件置位后，用户必须通过软件

清除标志位。（见图 8－2） 

 
 

 
 
8.3.2  16 位软件定时器模式 

16 位软件定时器模式用于触发需周期性发生的中断程序。该功能通过置位 CCAPMn 寄

存器内的 ECON 和 MAT 位来启动。PCA 定时器会和模块的捕捉寄存器进行比较（CCAPnL
和 CCAPnH），如果相匹配中断就发生，前提是 CCFn（CCON 特殊功能寄存器）和 ECCFn
（CCAPMn 特殊功能寄存器）位都被置位。 

如果需要，在中断程序里面一个新的 16 位比较值可以装载至 CCAPnH 和 CCAPnL。用

户需注意硬件会在这些寄存器更新时暂时禁能比较器功能以避免无效的比较发生。这就要求

用户先写低字节（CCAPnL）来禁能比较器，然后写高字节重新启动比较器。如果寄存器被

更新，用户可以通过清除 EA 位来延迟中断（见图 8－3）。 



 

 
 
 
8.3.3  高速输出模式 

高速输出模式用于在 PCA 定时器和比较器预装载值相同时锁定一个管脚。在该模式下，

与 PCA 模块相关联的 CEX 输出脚（P1 口）将锁定任何时间发生的 PCA 寄存器（CH 和 CL）
和捕捉寄存器（CCAPnH 和 CCAPnL）的匹配。为了激活该模式，用户必须置位 CCAPMn
特殊功能寄存器内的 TOG，MAT 和 ECOM 位。在锁存发生并在演化成为一个中断前，高速

输出模式比锁存脚更为精确。基于此，中断延迟并不会对输出精度造成影响。当使用高速输

出时，是否使用中断是可选的。只有在用户需要改变下次锁存时间时才需要更新比较寄存器。

否则，当 PCA 定时器溢出并和最后一次比较值相匹配时下一次锁存发生。（见图 8－4） 

 

 
 
 
 
8.3.4  脉宽调节器 

脉宽调节器（PWM）模式用于产生 8 位 PWM，通过把 PCA 定时器的低位（CL）和比

较寄存器的低位字节（CCAPnL）比较。当 CL<CCAPnL 时，输出为低。当 CL≥CCAPnL



时，输出为高。为了激活该模式，用户必须设置模块的 CCAPMn 特殊功能寄存器总的 PWM
和 ECOM 位。（见图 8－5 和表格 8－7） 

在 PWM 模式下，输出频率取决于 PCA 定时器的时钟源。由于只有一套 CH 和 CL 寄

存器，所有的模块共享 PCA 定时器和频率。输出波形的占空比通过高位字节装载的值来控

制（CCAPnH）。由于写入 CCAPnH 寄存器是异步的，写入寄存器的高字节不会被移入

CCAPnL 比较，直到输出的下一个周期（当 CL 移出，255 后为 0）。 
任何的占空比计算公式如下： 
CCAPnH＝256（1－Duty Cycle） 

    其中 CCAPnH 为 8 位整数，Duty Cycle 为百分数。 

 
 

 

 

 
8.3.5  看门狗定时器 
    看门狗定时器模式用于在不增加芯片计数的情况下提高系统的可靠性（见图 8－6）。定

时器对系统很有用，噪音敏感（susceptible to noise），电源波动（power glitches），静电释放。

也可以用于防止软件死锁。如果在执行用户的软件的时候出现了死锁，看门狗定时器就会时

间到并产生一个内部复位。仅模式 4 能被编程为看门狗定时器。（但是如果不使用看门狗仍

能被编程为另外的模式） 
使用看门狗定时器，用户先预装载一个 16 位值到比较寄存器。与别的比较模式一样，



16 位值与 PCA 定时值相比较。如果匹配将产生一个内部复位。这将不使 RST 脚拉高。 
为了拖延复位，用户有三个选项： 
1． 周期性的改变比较值，使得和 PCA 定时器永不匹配。 
2． 周期性的改变 PCA 定时器，也样也不会与比较值相匹配。 
3． 可以在匹配发生前通过清除 WDTE 位禁能看门狗定时器也可重新启动。 

    前两个选项更为可靠，因为看门狗定时器不会象选项 3 一样被禁能。如果程序计数器一

旦出错，匹配就会立即发生并导致内部复位。如果其他的 PCA 模块在使用的时候第二个选

项也不被推荐。记住，PCA 定时器为所有模块的时间基准；改变定时基准一般不被推荐。

这样，在大多数应用中，第一种解决方案为最好的方法。 
使用如下的代码用于初始化看门狗定时器。模块 4 还可以通过比较模式进行配置，

COMD 中断 WDTE 位必须被置位。用户软件必须周期性的改变（CCAP4H,CCAP4L），以

保持与 PCA 定时器（CH，CL）匹配。代码如下： 
;============================================== 

Init_Watchdog: 

MOV CCAPM4, #4CH ; Module 4 in compare mode 

MOV CCAP4L, #0FFH ; Write to low byte first 

MOV CCAP4H, #0FFH ; Before PCA timer counts up 

; to FFFF Hex, these compare 

; values must be changed. 

ORL CMOD, #40H ; Set the WDTE bit to enable the 

; watchdog timer without 

     ; changing the other bits in 

; CMOD 
;============================================== 

;Main program goes here, but call WATCHDOG periodically. 

;============================================== 

WATCHDOG; 

CLR EA ; Hold off interrupts 

MOV CCAP4L, #00 ; Next compare value is within 

MOV CCAP4H, CH ; 255counts of the current PCA 

SETB EA ; timer value 

RET 

;============================================== 

    该程序不能为中断服务程序的一部分。如果程序计数器出错，进入死循环，中断仍被处

理看门狗仍进行复位。这样看门狗的目的就出错。作为代替，从主程序的 PCA 定时器段调

用该子程序。 
 
9.0  安全锁（security lock） 

安全锁防止软件被侵权并阻止 FLASH 内容被不被授权的第三方读取。同时也防止对内

部 FLASH 的意外擦除或编程导致的代码错误。器件安全锁系统包括两种不同的方法：硬件

锁和软件锁。 
9.1  硬件锁 

当硬件锁有效时，在未锁或或软件加锁的程序地址空间执行的 MOVC 或 IAP 指令将不

能读取经硬件加锁的存储块内的代码字节（见表格 9-2）。硬件加锁可以锁定全部 FLASH 存



储器也可以只锁定 8K 字节的 FLASH 存储块（块 1）。如果芯片经过硬件加锁，除了芯片擦

除外的所有外主和 IAP 命令都将被忽略。 
9.2  软件锁 

软件锁允许 FLASH 内容在安全的环境下被改变。该锁的选项可以让用户通过在应用可

编程模式在预先设定的安全环境下对经软件加锁的存储器块内的程序进行更新。举例如下：

如果块 1（8K）存储器被加锁（硬件加锁或软件加锁），而块 0（64K，SST89E/V564RD）

存储器被软件加锁，存在块 1 内的代码可以对块 0 编程，块擦除，扇区擦除，字节编程和字

节校验这些 IAP 命令可以通过邮箱寄存器，SFCM，在一个被加锁的块（硬件加锁或软件加

锁），对一个经软件加锁的块进行操作。 
在外主模式，软件锁和硬件锁操作相同。 

9.3  安全锁（SECURITY  LOCK）状态 
    指示芯片安全锁状态的三个位定位在 SFST[7:5]。如图 9－1 和表 9－1 所示，这三个安

全锁位控制了主块和次块存储器的加锁状态。有四个不同的安全锁等级。第一等级，无安全

加锁位被编程，两个块均未被锁定。第二等级，尽管两个块都被锁定并不能被编程，但可以

通过字节校验进行读操作。第三等级，有三个不同的情况：块 1 硬件加锁/块 0 软件加锁，

两个块都为软件加锁，两个块都为硬件加锁。对所有块加锁和第二等级相同，块 1 除了读操

作外无效。第四等级为最高等级，该等级下不允许读/编程内部的存储器或从外部存储器启

动。关于如何编程安全加锁位请参见外主模式和 IAP 编程章节。 

 
 



 
9.4  加锁状态下的读操作 

在读命令被安全加锁操作禁止时，安全位 SB1,SB2,SB3 的状态可以读取。如下为读取

这些状态的方法： 
1， 外主模式：读回值（Read－back）＝00H（已加锁） 
2， IAP 命令：读回值＝当前 SFDT 的数据 
3， MOVC：读回值＝FFH（空） 



 
 
 
 
 
 
 
 

10.0  复位 
系统复位用来初始化 MCU，同时从程序存储器的 0000H 地址开始执行程序。芯片的复

位输入为 RST 脚。为了复位芯片，加在 RST 复位脚上的逻辑高电平应至少持续两个机器周



期（24 个时钟周期）（在振荡器稳定后）。在复位期间 ALE，PSEN#脚为弱上拉。在复位期

间，ALE 和 PSEN#输出一个高电平用于执行一个合适的复位。该电平不能被外部因素影响。

在芯片运行期间的系统复位不会影响 1K 字节的片内 RAM 的内容。无论如何，在上电复位

时片内的 RAM 的值是不确定的。在复位后，所有的特殊功能寄存器的值返回到它们的复位

值，详见表格 3－7 到表格 3－11。 
 
10.1  上电复位 
    在刚开始上电时，各端口在振荡器启动前会处于一个随机的状态，内部复位运算规则把

所有引脚进行弱上拉。在没有有效的复位下的上电将导致 MCU 从一个不确定的地址执行指

令。这样的不确定状态会导致 FLASH 内的代码被破坏。 
    在器件上电时，RST 脚应保持足够的高电平以让振荡器启动（对一个低频率的晶振通

常为几个毫秒），作为对有效复位需要的两个机器周期的补充。扩展 RST 信号的一个方法是

通过一个 RC 电路，把 RST 脚通过一个 10uF 的电容接到 VDD 上，并通过一个 8.2K 的电阻

接地。如图 10－1 所示。当采用 RC 电路后，应保证 VDD 上升时间不超过 1 毫秒，振荡器

启动时间不超过 10 毫秒。 
    对于一个缓慢启动的低频率振荡器复位信号一定得进行扩展以计算启动时间。该方法在

VDD和RST 之间保持一个需要的合理的关系以避免由于在一个不确定的地址上编程而导致

的代码错误。上电检测设计用于检测在上电初期，在电压达到 BROWN-OUT 的检测。PCON
内的 POF 标志用于指示初始上电的状态。POF 标志位在软件清除之前一直保持有效。请参

见 3.5 章，PCON 寄存器的注解。 
更多的系统级的设计技巧请参见应用笔记－SST FlashFlex51 家族控制器设计需考虑事

项。 

 
10.2  软件复位 

对 SFCF[1]（SWR）执行“0”到“1”操作将进行软件复位。软件复位将使程序计数器

重指向 0000H。除了 SFCF[1]（SWR），WDTC[2]（WDTS）其他所有的 SFR 寄存器将复位

至复位值，同时 RAM 数据不会被改变。 
10.3 掉电（Brown-out ）检测复位 

芯片包含一个掉电检测电路用于保护系统免受严重的电源波动。SST89E564 的内部掉

电检测的极限值是 3.85V，SST89V564 的掉电检测的极限值是 2.35V。掉电电压参数请参见



表格 13－6 和 13－7。 
当 VDD 掉至极限电压之下时掉电检测器将触发，产生一个掉电中断但 CPU 在供电电

压恢复至掉电检测电压 VBOD 之前仍将运行。默认的掉电检测操作是引发一个处理器复位。 
VDD 需保持低于 VBOD 至少四个振荡器时钟周期，掉电检测电路才作出响应。 
掉电中断可以通过置位 IEA（地址 E8H，位 3）寄存器的 EBO 位使能。如果 EBO 位被

置位，同时掉电状况发生，将会产生一个掉电中断从地址 004BH 开始执行程序。当掉电中

断程序执行完后要求软件清EBO位。在掉电条件有效的情况下清EBO位将适当地复位器件。 
如果掉电中断没有使能，则当掉电状态出现时将复位程序至 0000H 开始执行。 

10.4  中断优先级和轮转顺序 
器件支持八个中断源四个优先级，表格 10－1 概述了中断轮转时序。注意，SPI 和 UART

共享同一个中断向量。（见图 10－2） 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.0  节电模式 
芯片为在恶劣供电条件下的应用提供两种节电模式。两种模式分别为空闲模式和下电

模式，见表格 11－1。 
11.1  空闲模式 

当 PCON 寄存器的 IDL 位被置位时就进入空闲模式。在空闲模式下，程序计数器（PC）
停止。系统时钟继续运行，所有中断和外围保持就绪。在此模式下片内 RAM 和特殊功能寄

存器内的值保持不变。 
通过系统中断或硬件复位芯片退出休眠模式。通过系统中断退出休闲模式，中断发生

后清 IDL 位，并退出休闲模式。在中断处理子程序完成后，程序从调用休闲模式后的地址



开始继续执行。通过硬件复位启动芯片的方式类似于上电复位。 
11.2  下电模式 

通过置位 PCON 内的 PD 位可以进入下电模式。在下电模式下，时钟停止，外部中断中

只有电平敏感的中断有效。在下电模式，SRAM 的内容保持不变，最低的 VDD 电平为 2.0V。 
在出现使能的外部电平敏感的中断或硬件复位时芯片退出下电模式。中断产生时清除

PD 位并退出下电模式。保持外部中断脚为低可以重新启动振荡器，但该信号必须保持为低

1024 个时钟周期才能使芯片退出下电模式。在中断处理子程序完成后，程序从调用休闲模

式后的地址开始继续执行。通过硬件复位启动芯片的方式类似于上电复位。 
为了适当的退出下电模式，复位或外部中断在 VDD 上升到标准的操作电压前不能被执

行。VDD 电压恢复至正常操作电压后应保持足够的时间以让有足够的时间重启并保持稳定。

（通常该值小于 10ms） 

 
 
12.0  系统时钟和时钟选项 

12.1  时钟输入选项和及振荡器的起振电容的推荐值 
图 12－1 所示为片内倒向放大器的输入输出（XTAL1，XTAL2），并能被配置成为片内

振荡器。 
当芯片被外部时钟源驱动时 XTAL2 应悬空，XTAL1 应接至该时钟源。 
在启动时，外部振荡器可能会在 XTAL1 上遭遇高容性负载，这取决于放大器和反馈电

容之间的相互作用。无论如何，一旦外部信号到达 VIL 和 VIH 的规格时电容值不能超过

15pF。 
晶振生产厂家，供电电压和其他的因素有可能导致电路在不通的应用中表现出不同的

指标。在每个设计中 C1 和 C2 都需要进行合理的调节。表格 12－1 例举了在不同的晶振类

型和频率下典型的 C1 和 C2 的值。 
更多更详尽的关于片内振荡器的设计信息可以在“FLASHFLEX51 振荡器电路设计应

用”笔记中查找。 



 

 
 

 

 
12.2  时钟加倍选项 
    默认情况下，芯片工作在 12 个时钟周期为一机器周期的模式下（×1 模式）。该芯片有

一个使时钟加倍的选项用于使其工作在 6时钟为一机器周期的模式下。详情参见表格 12－2。 
    时钟加倍模式可以通过外主模式或 IAP 模式使能。外主模式使能命令请参见表格 4－1
和 4－2，IAP 模式使能命令请参见表格 4－6 和 4－7（一旦设置，SFST 寄存器内的 EDC 位

将使能 6 时钟模式）。 
    时钟加倍模式只限于加倍内部系统时钟和内部 FLASH 存储器，也就是 EA#=1。存取外

部存储器和外围器件时应十分小心。同时应注意晶振输出（XTAL2）并不被加倍。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.0  电气规范 

绝对最大等级： 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
13.1  直流电气特性 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
13.2  直流电气特性 

 



 
 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

 
 



 
 

 

 
13.3  外主模式下的 flash 存储器编程时序图 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
14.0 产品定购信息 



 
14.1 （valid combinations） 

 

 

 
15.0 封装尺寸 
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